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摘要(译)

为了防止n沟道薄膜晶体管被栅极负脉冲模式中产生的热空穴劣化。薄的
多晶硅膜10设置有与沟道区14接触的p型半导体区13.除了沟道区14之
外，p型半导体区13电连接到任何地方。由于栅极而在表面上引起的孔从
p型半导体区域13进一步提供负脉冲。由栅极负脉冲建立的电场被空穴放
松，较少的热空穴注入到栅极氧化膜中，并且TFT特性较少劣化。
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